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[はじめに]：本研究では、マイクロ波加熱装置を利用した、インジウム－ガリウム－亜鉛酸化物

（IGZO）を半導体材料とする薄膜トランジスタ（TFT）の作製について検討している。マイクロ

波を用いると短時間で均一な加熱[1]が出来るため、既存の半導体焼成法よりプロセス時間の短縮

が期待できる。また、選択加熱が可能なため、フレキシブル TFT に使われているポリエチレンテ

レフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）などのプラスチック基板への損傷なく

半導体材料への加熱が可能であると考えられる。今回は、基板にスクリーン印刷された IGZO 前

駆体ゾルをマイクロ波加熱したサンプルとオーブン加熱したサンプルについて、薄膜 X 線回折

（XRD）により焼成状態を評価したので報告する。 

[実験方法]：IGZO 前駆体ゾルは、インジウム、ガリウム、亜鉛の各硝酸塩、尿素およびアルコ

ールアミンを用いて合成した。IGZO 前駆体ゾルは、

酸素プラズマによって親水化された酸化膜付シリコ

ン基板表面にスクリーン印刷された。スクリーン印

刷された IGZO 前駆体ゾルはオーブン加熱では 400 

ºC で 4 時間、マイクロ波加熱（2.45 GHz）では 10 W

で 3 分間、それぞれ空気中で焼成された。 

[実験結果]：図１にスクリーン印刷された IGZO 前

駆体ゾルを焼成した後の XRD 測定結果を示す。オー

ブン加熱ではアモルファスなスペクトルが観察され

たのに対し、マイクロ波加熱では、IGZO の結晶化が

観察された。この結果から、マイクロ波加熱は短時

間で効率的に焼成ができるものと考えられる。 
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図１ スクリーン印刷後にマイク

ロ波加熱とオーブン加熱を行っ

た IGZO前駆体ゾルのXRDスペ

クトル 
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